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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月16日(2014.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
 　トランジスタと、当該トランジスタの一方のゲート電極とソース／ドレイン領域との
間に接続された容量とを有し、当該一方のソース／ドレイン領域の電位の変動に応じてゲ
ート電極の電位が変動するブートストラップ動作を行い、
 　前記トランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイン領域
とが非対称な構造になっている
　ブートストラップ回路。
【請求項２】
 　前記トランジスタは、ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域とのオーバーラップ
量と、ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域とのオーバーラップ量とが異なる
　請求項１に記載のブートストラップ回路。
【請求項３】
 　前記トランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域が、前記他方のソース／ドレ
イン領域よりもゲート電極とのオーバーラップ量が小さい
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　請求項２に記載のブートストラップ回路。
【請求項４】
 　前記トランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域とゲート電極とのオーバーラ
ップ量が０である
　請求項３に記載のブートストラップ回路。
【請求項５】
 　前記トランジスタのゲート電極には、少なくとも１つのトランジスタの一方のソース
／ドレイン領域が接続されており、
 　前記少なくとも１つのトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領
域とドレイン領域とが非対称な構造になっている
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のブートストラップ回路。
【請求項６】
 　前記少なくとも１つのトランジスタは、ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域と
のオーバーラップ量と、ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域とのオーバーラップ量
とが異なる
　請求項５に記載のブートストラップ回路。
【請求項７】
 　前記少なくとも１つのトランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域が、前記他
方のソース／ドレイン領域よりもゲート電極とのオーバーラップ量が小さい
　請求項６に記載のブートストラップ回路。
【請求項８】
 　前記少なくとも１つのトランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域とゲート電
極とのオーバーラップ量が０である
　請求項７に記載のブートストラップ回路。
【請求項９】
 　ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に容量が接続され、当該一方のソー
ス／ドレイン領域の電位の変動に応じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動
作を行う第１のトランジスタと、
 　前記第１のトランジスタに対して直列に接続された、前記第１のトランジスタと同じ
導電型の第２のトランジスタとを有し、
 　前記第１のトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイ
ン領域とが非対称な構造となっており、
 　前記第２のトランジスタのゲート電極に入力される信号を極性反転して出力する
　インバータ回路。
【請求項１０】
 　前記第２のトランジスタとゲート電極が共通に接続され、前記第１のトランジスタの
ゲート電極に一方のソース／ドレイン領域が接続された第３のトランジスタを有し、
 　前記第３のトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイ
ン領域とが非対称な構造になっている
　請求項９に記載のインバータ回路。
【請求項１１】
 　前記第３のトランジスタは、ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域とのオーバー
ラップ量と、ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域とのオーバーラップ量とが異なる
　請求項１０に記載のインバータ回路。
【請求項１２】
 　前記第３のトランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域が、前記他方のソース
／ドレイン領域よりもゲート電極とのオーバーラップ量が小さい
　請求項１１に記載のインバータ回路。
【請求項１３】
 　前記第１のトランジスタによるブートストラップ動作に先立って、前記容量が接続さ
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れたゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間の電圧を所定の電圧に設定する電圧
設定部を有し、
 　前記電圧設定部は、前記第１のトランジスタのゲート電極に一方のソース／ドレイン
領域が接続され、当該ゲート電極に対して前記所定の電圧を選択的に与える制御トランジ
スタを有し、
 　前記制御トランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイン
領域とが非対称な構造になっている
　請求項９から請求項１２のいずれか１項に記載のインバータ回路。
【請求項１４】
 　前記制御トランジスタは、ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域とのオーバーラ
ップ量と、ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域とのオーバーラップ量とが異なる
　請求項１３に記載のインバータ回路。
【請求項１５】
 　前記制御トランジスタは、前記一方のソース／ドレイン領域が、前記他方のソース／
ドレイン領域よりもゲート電極とのオーバーラップ量が小さい
　請求項１４に記載のインバータ回路。
【請求項１６】
 　ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に容量が接続され、当該一方のソー
ス／ドレイン領域の電位の変動に応じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動
作を行う第１のトランジスタと、
 　前記第１のトランジスタに対して直列に接続された、前記第１のトランジスタと同じ
導電型の第２のトランジスタとを有し、
 　前記第１のトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイ
ン領域とが非対称な構造となっており、
 　前記第２のトランジスタのゲート電極に入力される信号を極性反転して出力する
　インバータ回路を用いる走査回路。
【請求項１７】
 　電気光学素子を含む画素が行列状に配置された画素アレイ部と、
 　前記画素アレイ部の各画素を走査する走査回路とを備え、
 　前記走査回路は、
 　ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に容量が接続され、当該一方のソー
ス／ドレイン領域の電位の変動に応じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動
作を行う第１のトランジスタと、
 　前記第１のトランジスタに対して直列に接続された、前記第１のトランジスタと同じ
導電型の第２のトランジスタとを有し、
 　前記第１のトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイ
ン領域とが非対称な構造となっており、
 　前記第２のトランジスタのゲート電極に入力される信号を極性反転して出力する
　インバータ回路を用いる表示装置。
【請求項１８】
 　電気光学素子を含む画素が行列状に配置された画素アレイ部と、
 　前記画素アレイ部の各画素を走査する走査回路とを備え、
 　前記画素は、
 　前記電気光学素子を駆動する駆動トランジスタと、
 　前記駆動トランジスタのゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に接続され
た容量とを有し、
 　前記駆動トランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイン
領域とが非対称な構造となっており、前記一方のソース／ドレイン領域の電位の変動に応
じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動作を行う
　表示装置。
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【請求項１９】
 　電気光学素子を含む画素が行列状に配置された画素アレイ部と、
 　前記画素アレイ部の各画素を走査する走査回路とを備え、
 　前記走査回路は、
 　ゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に容量が接続され、当該一方のソー
ス／ドレイン領域の電位の変動に応じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動
作を行う第１のトランジスタと、
 　前記第１のトランジスタに対して直列に接続された、前記第１のトランジスタと同じ
導電型の第２のトランジスタとを有し、
 　前記第１のトランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイ
ン領域とが非対称な構造となっており、
 　前記第２のトランジスタのゲート電極に入力される信号を極性反転して出力する
　インバータ回路を用いる表示装置を有する電子機器。
【請求項２０】
 　電気光学素子を含む画素が行列状に配置された画素アレイ部と、
 　前記画素アレイ部の各画素を走査する走査回路とを備え、
 　前記画素は、
 　前記電気光学素子を駆動する駆動トランジスタと、
 　前記駆動トランジスタのゲート電極と一方のソース／ドレイン領域との間に接続され
た容量とを有し、
 　前記駆動トランジスタは、ゲート電極の中心を通る線に関してソース領域とドレイン
領域とが非対称な構造となっており、前記一方のソース／ドレイン領域の電位の変動に応
じてゲート電極の電位が変動するブートストラップ動作を行う
　表示装置を有する電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
 〔閾値キャンセルの原理〕
 　ここで、駆動トランジスタ２２の閾値キャンセル（即ち、閾値補正）の原理について
説明する。駆動トランジスタ２２は、飽和領域で動作するように設計されているために定
電流源として動作する。これにより、有機ＥＬ素子２１には駆動トランジスタ２２から、
次式（２）で与えられる一定のドレイン－ソース間電流（駆動電流）Ｉdsが供給される。
 　　Ｉds＝（１／２）・μ（Ｗ／Ｌ）Ｃox（Ｖgs－Ｖth）

2 　　　　　……（２）
 　ここで、Ｗは駆動トランジスタ２２のチャネル幅、Ｌはチャネル長、Ｃoxは単位面積
当たりのゲート容量である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
 　一方、上記構成の画素（画素回路）２０では、先述したように、発光時の駆動トラン
ジスタ２２のゲート－ソース間電圧ＶgsはＶsig－Ｖofs＋Ｖth－ΔＶである。従って、こ
れを式（２）に代入すると、ドレイン－ソース間電流Ｉdsは、次式（３）で表される。
 　　Ｉds＝（１／２）・μ（Ｗ／Ｌ）Ｃox（Ｖsig－Ｖofs－ΔＶ）2 　　……（３）
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
 　尚、最終段のインバータ回路５２５には、正側の電源電位として、電源供給電位ＤＳ
の第１電源電位Ｖccpに対応する電位が供給され、負側の電源電位として、電源供給電位
ＤＳの第２電源電位Ｖiniに対応する電位が供給される。
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